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(57) 摘要 ：一种 液 晶基 板 （200 ) 及 其制 作方 法 ，所 述 液 晶基 板 （200 ) 包 括 基 板 （210 ) , 形成在 所述 基 板
(210) 上 的透 明电极层 ，在所述透 明电极层上形成缝 隙 （370) ，并使所述缝 隙 （370 ) 下方具有透 明电极层 。

该液 晶基板 （200 ) 及其制作方法 ，使所述缝 隙 （370) 下方还设置有透 明电极层 ，从而在施加 电压 时 ，增强所
述缝 隙 （370 ) 处 的电场强度 ，进而提高液 晶面板 的透过率 。



明名称 ：液 晶基板及其制作 方法

技 术领域

本发明涉及液晶显示面板制作领域 ，特别是涉及一种垂直配 向显示模式的液晶

显示面板及其制作方法。

背景技术

[2] 液晶显示面板 由于其重量低、体积小 以及能耗低等优点 ，逐渐成为主流的平板

显示设备。

垂直配 向 （VA: Vertical Alignment) 显示模式技术 由于其 良好的广视角显示效

果 ，已广泛应用在液晶显示领域中。其中垂直配 向显示模式包括多畴垂直配 向

显示模式 (MVA: Multi-domain Vertical Alignment) 、图形化垂直配 向显示模式

PV A : Patterned Vertical Alignment) 、高分子稳定垂直配 向显示模式 （PSVA

的垂直配 向显示模式。如图 1A 、图 I B和图 1C所示 ，图 1A 为现有的高分子稳定垂

直配 向显示模式的液晶显示面板的第一透明电极层的结构示意 图；图 1B为图 1A

的高分子稳定垂直配 向显示模式的液晶显示面板不通 电吋的A-A' 截面的结构示

意 图；图 1C为图 1A 的高分子稳定垂直配 向显示模式的液晶显示面板通 电吋的A -

A '截面的结构示意 图。所述这种显示模式的液晶显示面板 100包括CF (Color

Filter, 彩色滤光层）基板 110、 TFT (Thin Film Transistor, 薄膜场效应晶体管）

基板 120 以及液晶分子 130 ，在CF基板 110和TFT 基板 120的内侧设置有透明电极

层 140 ，所述TFT 基板 120上的透明电极层 141形成有狭缝 142。所述液晶分子 130

中添加了反应单体 ，通过施加电压和紫外光照射 ，使这些反应单体发生反应生

成高分子链 150 ，从而使液晶分子的倾斜预定角度 ，进而加快了液晶分子 130的

响应速度。

但是 由于TFT 基板 120的透明电极层 140具有狭缝 142 ，该狭缝 142处的电场驱动

力较弱 ，导致液晶显示面板 100在狭缝 142处的透光率较差。要提高该高分子稳



定垂直配向显示模式的液晶显示面板 100的透光率，需要降低狭缝 142的宽度，

以克服狭缝 142处的电场驱动力弱的缺陷；但是这受制约于曝光机的能力，狭缝

142无法达到预定的宽度，使得狭缝 142处的电场强度不足，从而造成液晶显示

面板 100的透过率不高。

[6] 故，有必要提供一种液晶显示面板及其制作方法，以解决现有技术所存在的问

题。

对发明的公开

技术问题

[7] 本发明的目的在于提供一种通过增加透明电极层的缝隙处的电场强度的液晶基

板及其制作方法，以解决现有的高分子稳定垂直配向显示模式的缝隙处的电场

强度不足而造成液晶显示面板透光率较低的技术问题。

技术解决方案

[8] 本发明提供的技术方案如下：

[9] 本发明涉及一种液晶基板，其具有透明电极层，所述透明电极层形成有缝隙，

所述缝隙的下方还设置有透明电极层。

[10] 在本发明所述的液晶基板中，所述透明电极层包括第一透明电极层及第二透明

电极层，所述第二透明电极层形成所述缝隙，所述第一透明电极层设置在所述

缝隙下方。

[11] 在本发明所述的液晶基板中，所述第一透明电极层与所述第二透明电极层之间

具有第三绝缘层。

[12] 在本发明所述的液晶基板中，所述液晶基板还包括第二绝缘层，所述第一透明

电极层设置在所述第二绝缘层上，所述第三绝缘层覆盖所述第二绝缘层及第一

透明电极层。

[13] 在本发明所述的液晶基板中，所述液晶基板还包括第二绝缘层，所述第一透明

电极层设置在所述第二绝缘层上，所述第三绝缘层仅覆盖所述第一透明电极层

[14] 在本发明所述的液晶基板中，所述第二透明电极层与第一透明电极层的材质相

同。



[15] 在本发明所述的液晶基板中，所述第二透明电极层设置在第一透明电极层的表

面上。

[16] 在本发明所述的液晶基板中，所述第二透明电极层与第一透明电极层的材质不

同。

[17] 在本发明所述的液晶基板中，所述液晶基板包括第二绝缘层，所述第二绝缘层

形成有若干凹槽，所述透明电极层，所述透明电极层设置在所述凹槽内及第二

绝缘层上，所述缝隙设置在所述凹槽的上方。

[18] 在本发明所述的液晶基板中，所述凹槽贯穿所述第二绝缘层。

[19] 在本发明所述的液晶基板中，所述液晶基板还包括若干数据线及漏极，所述透

明电极层通过所述接触孔与所述漏极连接。

[20] 本发明还涉及一种液基板的制作方法，其中包括步骤：A 、在基板上形成透明

电极层；B、在所述透明电极层上形成缝隙，并使所述缝隙下方具有透明电极层

[21] 在本发明所述的液晶基板的制作方法中，所述步骤A具体为：在基板上形成第

一透明电极层及第二透明电极层；所述步骤B具体为：在所述第二透明电极层上

形成缝隙。

[22] 在本发明所述的液晶基板的制作方法中，所述步骤A 中，在大于 100摄氏度的条

件下形成呈多晶状态的所述第一透明电极层。

[23] 在本发明所述的液晶基板的制作方法中，在所述步骤B中在室温下形成呈非晶

状态的第二透明电极层。

[24] 在本发明所述的液晶基板的制作方法中，在所述步骤B之后还包括步骤：对所

述液晶基板进行退火处理将所述非晶状态的第二透明电极层转变为多晶态。

[25] 在本发明所述的液晶基板的制作方法中，在所述步骤B中，通过刻蚀液刻蚀第

二透明电极层形成所述缝隙，所述刻蚀液为弱酸。

[26] 在本发明所述的液晶基板的制作方法中，所述步骤A具体为：在基板上形成第

一透明电极层、第三绝缘层及第二透明电极层。

[27] 在本发明所述的液晶基板的制作方法中，所述第三绝缘层仅设置在所述第一透

明电极层与所述第二透明电极层之间。



[28] 在本 发 明所述 的液 晶基板 的制作 方法 中 ，所述步骤 A 具体 为 ：在基板上形成第

二绝缘层 ，在所述第 二绝缘层上形成 凹槽 ，在所述第 二绝缘层上及 凹槽 内形成

所述透 明 电极层 。

有 益 效 果

[29] 本 发 明 的液 晶基板及 其制作 方法 ，通 过在透 明 电极层 的缝 隙下方设置透 明 电极

层 ，以增 加缝 隙处 的电场强度 ，从而增 加提 高 了液 晶显示面板 的透 光率 。

附 图说 明

[30] 图 1A 为高分子稳 定 垂直 配 向显示模 式 的液 晶显示面板 的第 一透 明 电极层 的结构

示意 图 ；

[31] 图 1B 为 图 1A 的高分子稳 定 垂直 配 向显示模 式 的液 晶显示面板不通 电吋 的A-A 截

面 的结构示意 图 ；

[32] 图 1C为 图 1A 的高分子稳 定 垂直 配 向显示模 式 的液 晶显示面板通 电吋 的A-A 截面

的结构示意 图 ；

[33] 图 2为本 发 明 的液 晶基板 的平面结构示意 图 ；

[34] 图 3为本 发 明 的液 晶基板 的第 一优选 实施例 的剖面示意 图 ；

[35] 图 4为 图 3所示 的液 晶基板 的制作 方法 流程 图 ；

[36] 图 5为本 发 明 的液 晶基板 的第 二优选 实施例 的剖面示意 图 ；

[37] 图 6为本 发 明 的液 晶基板 的第 三优选 实施例 的剖面示意 图 ；

[38] 图 7为 图 6所示 的液 晶基板 的制作 方法示意 图 ；

[39] 图 8为本 发 明 的液 晶基板 的第 四优选 实施例 的剖面示意 图 ；

[40] 图 9为本 发 明 的液 晶基板 的第 五优选 实施例 的剖面示意 图。

本 发 明 的最 佳 实 施 方 式

[41] 以下各 实施例 的说 明是 参考 附加 的图式 ，用 以例示本 发 明可用 以实施 的特定 实

施例 。

[42] 请 参 阅 图 2，其为本 发 明液 晶基板 的部分俯视 图 ，所述液 晶基板 200 包括基板 210

、若 干条平行设置 的数据线 220 、若 干条与数据线 垂直 的扫描 线 230 及 若 干个像

素单元 240 ，所述像 素单元 240 设置在所述数据线 与扫描 线 交叉形成 的矩形 区域

内。所述数据线 220 与扫描 线 230 的交叉处形成有薄膜场效 应 晶体管 （Thin Film



Transistor, TFT) 250, 所述像素单元240通过一接触孔251与该薄膜场效应晶体

管250 电性连接。所述像素单元240包括透明电极241及若干凹槽242。当然，本

发明仅以上述像素单元240 的形状为例说明，在具体实施例中，所述像素单元24

0的形状可根据实际情况而定。

[43] 请参阅图2及图3，图3为本发明的液晶基板的第一优选实施例的剖面示意图，

其为本发明的液晶基板的第一优选实施例沿图2所示的B-B 线位置的剖面示意图

。所述液晶基板300包括基板3 10，所述基板3 10上沉积有第一绝缘层320 ，第一

绝缘层320上间隔设置有数据线330 ，一第二绝缘层340覆盖所述第一绝缘层320

及数据线330 ，所述第二绝缘层340的厚度优选为 100纳米至400纳米。位于所述

数据线330之间的第二绝缘层340上具沉积有第一透明电极层350 ，所述第一透明

电极层350上具有第二透明电极层360 ，且所述第二透明电极层360的材料与第一

透明电极层350不同。所述第二透明电极层360部分被除去形成若干缝隙370 ，该

缝隙370的宽度优选为0.5微米至7.5微米。

[44] 请一并参阅图3及图4，其为本发明液晶基板的第一优选实施例的制作方法流程

图，该制作方法包括：

[45] 步骤S301: 依次在基板310上形成第一绝缘层320、数据线330及第二绝缘层340

[46] 所述步骤 301具体为：

[47] 步骤 3011: 在基板310表面通过金属溅镀的方式制作扫描线，通过曝光、显影

、刻蚀等工序在基板表面得到扫描线；

[48] 步骤 3012: 在扫描线上沉积第一绝缘层320 ，该沉积方式可以为化学气相沉积

等 .

[49] 步骤 3013: 在第一绝缘层320上通过化学气相沉积等方式制作非晶硅层和惨杂

非晶硅层，该惨杂非晶硅呈可以是磷垸等电子给体或是硼垸等电子受体，所述

非晶硅成的厚度优选为 100纳米至250纳米，所述非晶硅层经过曝光、显影、刻

蚀形成薄膜场效应晶体管的非晶硅部分；

[50] 步骤 3014: 在所述非晶硅部分上通过金属溅镀的方式沉积数据线层，该数据线

层经过曝光、显影、刻蚀等工序形成数据线330 ，所述数据线330与扫描线交叉



设置，并且所述数据线层位于数据线 330 与扫描线交叉处 的部分被刻蚀并断开 ，形

成源极 （图未示）和漏极 （图未示） ，所述源极与所述数据线连接，该断开部分

下方 的惨杂非晶硅层也被刻蚀并断开。

[51] 步骤 3015: 在所述数据线 330 沉积第二绝缘层 340 ，该沉积方式可 以为化学气相

沉积等。

[52] 步骤 302: 制作所述第一透 明电极层 350;

[53] 所述步骤 302 具体为 ：

[54] 步骤 3021: 在大于 100 摄 氏度 的条件下 ，所述第二绝缘层 340 上沉积第一透 明电

极层 350 ，该第一透 明电极层 350 的材料可 以是氧化铟锡 、氧化铟锌 、氧化铟锡

锌 、铝惨杂氧化锌等 ，从而在第二绝缘层 340 上形成呈多晶状态 的第一透 明电极

层 350;

[55] 步骤 3022: 通过 曝光 、显影 、刻蚀等工序在第二绝缘层 340 上形成接触孔 ，并

且刻蚀第一透 明电极层 350 位于扫描线和数据线 330 交叉形成 的区域 以外 的部分

，为了达到 同吋形成接触孔和刻蚀第一透 明电极层 350 且不完全破坏扫描线 以及

数据线 330 上方 的第二绝缘层 340 ，在接触孔和第一透 明电极层 350 的对应位置上

使用合适透过率 的灰阶光罩 （gray mask) 。

[56] 步骤 S303: 制作第二透 明电极层 360 ，

[57] 所述步骤 S303 具体为 ：

[58] 步骤 S3031: 在室温下 ，在第一透 明电极层 350 的上侧通过溅镀 的方式沉积得到

呈非晶状态 的第二透 明电极层 360 ，该第二透 明电极层 360 的材料可 以为氧化铟

锡 、氧化铟锌 、氧化铟锡锌 、铝惨杂氧化锌等 ，且所述第二透 明电极层 360 的材

料与第一透 明电极层 350 不 同；所述第二透 明电极层 360 通过接触孔与漏极连接

[59] 步骤 S3031: 使用曝光 、显影 、刻蚀等工艺在第二透 明电极层 360 上形成缝隙 37

0并刻蚀第二透 明电极层 360 位于扫描线和数据线 330 交叉形成 的区域 以外 的部分

，在本步骤 中釆用 的刻蚀液为弱酸 ，如草酸 、乙二酸等 ，刻蚀液只能刻蚀呈非

晶状态 的第二透 明电极层 360 ，而不能刻蚀呈多晶状态 的第一透 明电极层 350 。

[60] 在本实施例 中，在第二透 明电极层 360 制作完成后 ，所述液 晶基板 300 也可 以在



一定温度下进行退火处理，例如200-250 摄氏度，从而使所述第二透明电极层360

由非晶状态转变为多晶态。

[61] 在本实施例中，液晶基板300在第二透明电极层360和缝隙370 的下方设置第二

透明电极层350 ，在施加电压吋，可增加缝隙370 的电场强度。

[62] 请参阅图5，其为本发明液晶基板的第二优选实施例的剖面示意图，其为本发

明的液晶基板的第二优选实施例沿图2所示的B-B 线位置的剖面示意图。本实施

例与第一优选实施例的不同在于：在本实施例中，所述第一透明电极层450与第

二透明电极层460 的材质和沉积条件均相同，从而形成一透明电极层480 ，该透

明电极层经过部分刻蚀形成缝隙470 。

[63] 本实施例的液晶基板400与第一实施例的液晶基板300 的制作方法不同在于：

[64] 步骤S402: 在第二绝缘层440形成接触孔；

[65] 步骤S403: 制作透明电极层480 ，本步骤具体为：在第二绝缘层440上沉积透明

电极层480 ，并通过曝光、显影、刻蚀等工序，使透明电极层480 的部分被刻蚀

而形成缝隙470并刻蚀透明电极层480位于扫描线和数据线430交叉形成的区域以

外的部分。

[66] 在本实施例中，液晶基板400在缝隙470 的下方透明电极层480 ，在施加电压吋

，可增加缝隙470 的电场强度。

[67] 请参阅图6，其为本发明液晶基板的第三优选实施例的剖面示意图，其为本发

明的液晶基板的第三优选实施例沿图2所示的B-B 线位置的剖面示意图。本实施

例与第一优选实施例的不同在于：在本实施例中，所述第二绝缘层540及第一透

明电极层550上还沉积有一第三绝缘层590 ，所述第二透明电极层560及缝隙570

位于第三绝缘层590 的上方，所述第一透明电极层550与所述第二透明电极层560

的材质和沉积条件可以相同也可以不同。

[68] 请一并参阅图6及图7，其为本实施例的液晶基板500 的制作方法的流程图，本

实施例的制作方法与第一优选实施例的液晶基板300 的制作方法不同在于：

[69] 步骤502: 形成第一透明电极层540及第三绝缘层590;

[70] 本步骤具体为：

[71] 步骤S5021: 在所述第二绝缘层540上沉积第一透明电极层550 ，并通过曝光、



显影、刻蚀等工序除去第一透明电极层550位于扫描线与数据线530交叉围成的

区域外的部分并保留第一透明电极层550位于漏极 （图未示）上方的部分；

[72] 步骤S5022: 在所述第二绝缘层540及第一透明电极层550上沉积第三绝缘层590

，并通过曝光、显影、刻蚀等工序形成接触孔，该接触孔贯穿第二绝缘层540 、

第一透明电极层550及第三绝缘层590;

[73] 步骤503: 形成第二透明电极层560;

[74] 所述步骤503具体为：

[75] 步骤5031: 在第三绝缘层590上沉积第二透明电极层560 ，该第二透明电极层56

0的材质和沉积条件可以与第一透明电极层550的材质和沉积条件相同，也可以

不同；所述第二透明电极层560通过接触孔与漏极及第一透明电极层550连接；

[76] 步骤5032: 通过曝光、显影、刻蚀等工序形成缝隙570并刻蚀第二透明电极层5

60位于扫描线和数据线530交叉形成的区域以外的部分。

[77] 在本实施例中，液晶基板500在第二透明电极层560和缝隙570的下方设置第二

透明电极层550 ，在施加电压吋，可增加缝隙570的电场强度。

[78] 请参阅图8，其为本发明液晶基板的第四优选实施例的剖面示意图，其为本发

明的液晶基板的第四优选实施例沿图2所示的B-B 线位置的剖面示意图。本实施

例与第三优选实施例的不同在于：在本实施例中，所述第三绝缘层690仅设置在

所述第一透明电极层650与第二透明电极层660之间。

[79] 本实施例的液晶基板600的制作方法与第三实施例的液晶基板500的制作方法不

同在于：

[80] 步骤6022: 在所述第二绝缘层640及第一透明电极层650上沉积第三绝缘层690

，并通过曝光、显影、刻蚀等工序形成接触孔，该接触孔贯穿第二绝缘层640 、

第一透明电极层650及第三绝缘层690 ，并刻蚀第三绝缘层690除第一透明电极层

650上方以外的部分。

[81] 请参阅图9，其为本发明液晶基板的第五优选实施例的剖面示意图，其为本发

明的液晶基板的第五优选实施例沿图2所示的B-B 线位置的剖面示意图。本实施

例与第一优选实施例的不同在于：在本实施例中，所述第二绝缘层740形成有多

条凹槽，所述透明电极层750设置在所述凹槽中及第二绝缘层740 的上方，所述



缝隙770位于凹槽的上方。

[82] 本实施例的液晶基板700的制作方法与第一优选实施例的液晶基板300的制作方

法不同在于：

[83] 步骤702: 制作第二绝缘层740;

[84] 本步骤具体为：通过曝光、显影、刻蚀等工序，使第二绝缘层740形成接触孔

和若干条凹槽；

[85] 步骤703: 制作透明电极层780;

[86] 本步骤具体为：沉积透明电极层780 ，通过曝光、显影、刻蚀等工序在凹槽上

方形成缝隙770、刻蚀第二透明电极层760位于扫描线和数据线730交叉形成的区

域以外的部分。

[87] 本实施例中，所述凹槽贯穿第二绝缘层740 ，当然在其他实施例中，所述凹槽

也可以根据实际情况设置其深度。

[88] 在本实施例中，液晶基板700在缝隙770的下方具有透明电极层780 ，在施加电

压吋，可增加缝隙770的电场强度。

[89] 上述第一至第五优选实施例的中，液晶基板仅具有TFT 、数据线及扫描线，当

然在其他实施例中，所述液晶基板还可有具有彩色滤光层，即所述液晶基板为C

OA (Color-filter On Array) 基板。

[90] 在本发明的实施例通过在在缝隙的下方透明电极层，在施加电压吋，可增加缝

隙处的电场强度。

[91] 本发明还提供一种液晶面板，该液晶面板包括上述任意一种液晶基板、第二基

板及设置液晶基板与第二基板之间的液晶分子，所述液晶基板的结构与具有上

述液晶基板的结构相同，在此不作赞述。

[92] 本发明的液晶基板及其制作方法，通过在透明电极层的缝隙下方设置透明电极

层，以增加缝隙处的电场强度的，从而提高了的液晶显示面板的透光率。

[93] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以

限制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可

作各种更动与润饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

本发明的实施方式



[94]

工业实用性

[95]

序列表 自由内容

[96]



权利要求书

[权利要求 1] 一种液晶基板，其特征在于，所述液晶基板具有透明电极层，所

述透明电极层形成有缝隙，所述缝隙的下方还设置有透明电极层

[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的液晶基板，其特征在于，所述透明电极层包

括第一透明电极层及第二透明电极层，所述第二透明电极层形成

所述缝隙，所述第一透明电极层设置在所述缝隙下方。

[权利要求 3] 根据权利要求2所述的液晶基板，其特征在于，所述第一透明电极

层与所述第二透明电极层之间具有第三绝缘层。

[权利要求 4] 根据权利要求3所述的液晶基板，其特征在于，所述液晶基板还包

括第二绝缘层，所述第一透明电极层设置在所述第二绝缘层上，

所述第三绝缘层覆盖所述第二绝缘层及第一透明电极层。

[权利要求 5] 根据权利要求3所述的液晶基板，其特征在于，所述液晶基板还包

括第二绝缘层，所述第一透明电极层设置在所述第二绝缘层上，

所述第三绝缘层仅覆盖所述第一透明电极层。

[权利要求 6] 根据权利要求3所述的液晶基板，其特征在于，所述第二透明电极

层与第一透明电极层的材质相同。

[权利要求 7] 根据权利要求2所述的液晶基板，其特征在于，所述第二透明电极

层设置在第一透明电极层的表面上。

[权利要求 8] 根据权利要求2所述的液晶基板，其特征在于，所述第二透明电极

层与第一透明电极层的材质不同。

[权利要求 9] 根据权利要求 1所述的液晶基板，其特征在于，所述液晶基板包括

第二绝缘层，所述第二绝缘层形成有若干凹槽，所述透明电极层

，所述透明电极层设置在所述凹槽内及所述第二绝缘层上，所述

缝隙设置在所述凹槽的上方。

[权利要求 10] 根据权利要求9所述的液晶基板，其特征在于，所述凹槽贯穿所述

第二绝缘层。

[权利要求 11] 根据权利要求 1的液晶基板，其特征在于，所述液晶基板还包括若



干数据线及漏极，所述透明电极层通过接触孔与所述漏极连接。

一种液晶基板的制作方法，其特征在于，包括步骤：

A 、在基板上形成透明电极层；

B、在所述透明电极层上形成缝隙，并使所述缝隙下方具有透明电

极层。

根据权利要求 12所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，

所述步骤A具体为：在基板上形成第一透明电极层及第二透明电极

层；

所述步骤B具体为：在所述第二透明电极层上形成缝隙。

根据权利要求 13所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，所述

步骤A 中，在大于 100摄氏度的条件下形成呈多晶状态的所述第一

透明电极层。

根据权利要求 14所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，在所

述步骤B中在室温下形成呈非晶状态的第二透明电极层。

根据权利要求 15所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，在步

骤B之后还包括步骤：对所述液晶基板进行退火处理将所述非晶状

态的第二透明电极层转变为多晶态。

根据权利要求 16所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，在所

述步骤B中，通过刻蚀液刻蚀第二透明电极层形成所述缝隙，所述

刻蚀液为弱酸。

根据权利要求 13所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，所述

步骤A具体为：在基板上形成第一透明电极层、第三绝缘层及第二

透明电极层。

根据权利要求 18所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，所述

第三绝缘层仅设置在所述第一透明电极层与所述第二透明电极层

之间。

根据权利要求 12所述的液晶基板的制作方法，其特征在于，所述

步骤A具体为：在基板上形成第二绝缘层，在所述第二绝缘层上形



成凹槽，在所述第二绝缘层上及所述凹槽内形成所述透明电极层
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